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A. BADZIAN, A. KLOKOCKI: Metoda badar rentgenowskich struktury pasmowej ciat
statych na przykfadzie miedzi

W pracy opisana jest metoda pomiaru widm rentgenowskich za pomoca jednokrystali-
cznego spektrometru w zastosowaniu do badan pasm walencyjnegoi przewodnictwa
ciat statych. Przedmiotem analizy jest pasmo walencyjne miedzi, zwigzane z linig
CuKs2,5. Dokonane jest porownanie z widmami fotoemisji | teoretyczng funkcjg ges-
tosci stanow.

E.OTTO, A. HRUBAN, W. BRZOZOWSKI: Mechaniczno-chemiczne polerowanie mono-
krystalicznych plytek zwigzkow A" B v

Przeprowadzono badania procesu obrébki mechanicznej ptytek GaAs i1 GaP o orien-
tacji (111) i (100).

Zbadano wptyw parametrow ciecia i szlifowania na gtebokos¢ warstwy uszkodzone
orazokreslono optymalne warunki tego procesu. Dokonano porownania procesu pole-
rowania mechanicznego i mechaniczno-chemicznego pod katem jakosci uzyskiwanej
powierzchni.

T. J. CHRUSCINSKA: Oznaczanie sodu i potasu w tlenkowych zwigzkach rutenu me-
todg plomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej

Przedstawiono metode oznaczania zawartosci sodu i potasu rzedu 1073% w dwu-
tlenku rutenu orazrutenianach otowiui bizmutu metoda ptomieniowej emisyjnej spek-
trometrii atomowej.

Probki trawiono 6 M HCI. Oznaczenia prowadzono w roztworze 0,24 M HCI za pomoca
przyrzadu skonstruowanego we wiasnym zakresie przez dotaczenie fotometru ptomie-
niowego Zeissa Model Il do spektrografu ISP-51 sprzezonego z przystawka fotoelek-
tryczng FEP-1 (fotopowielacze FEU-17 1 FEU-22).

K. MAZUR, W. WIERZCHOWSKI: Badanie powstawania dyslokacfi niedopasowania
w krzemowych warstwach epitaksjalnych

Badano powstawanie dyslokacji niedopasowania w silrie domieszkowanych borem
warstwach epitaksjalnych w funkcji grubosci warstwy i niedopasowania sieciowego.
W badaniach zastosowano rentgenowskie metody topograficznei pomiary krzywych
podwojnego odbicia na rentgenowskim spektrometrze dwukrystalicznym. Przedysku-
towano doktadnos¢ oceny niedopasowania sieciowego na podstawie badan spektro-
metrycznych. Potwierdzono mozliwos¢ powstawania dyslokacji niedopasowania
w krzemowych warstwach epitaksjalnych zgodnie z modelami Matthewsa. Ustalono,
ze ponizej liczonych wedtug tych modelt warunkow granicznych nie nastepuje gene-
racja dyslokacji niedopasowania. Uzyskane wyniki wskazuja, ze powstawanie dyslo-
kacji niedopasowania powyzej warunkow krytycznych uwarunkowane jest obecnoscia
w warstwie dyslokacji tak, ze przy odpowiednim prowadzeniu procesu epitaksjalnego
jest mozliwe znaczne przekraczanie warunkow krytycznych bez powstawania dyslokac-
1B

K. BZIAWA, J. SENKARA: Otrzymywanie porowatych spiekéw wolframowych i mo-
libdenowych

Przedstawiono metode otrzymywania porowatego wolframu i molibdenu, opierajgca
sie na zastosowaniu w charakterze srodkow porotworczych domieszek tlenkow wol-
framui molibdenu. W wyniku procesow redukcji tlenkow w wypryskach i spiekania
aktywowanego w suchym | czystym wodorze, otrzymacé mozna porowate materiaty
o dobrych wtasnosciach mechanicznych i regularnym rozktadzie porow (do 60%
obj.). Porowaty wolfram lub molibden, otrzymany przedstawiong metoda, moze byc¢
stosowany do produkcji kompozytow typu metal-metal metodg nasycania.
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K.ROSZKIEWICZ, A. BRZOZOWSKI: Phosphorus content profile measurement in GaAs1 x Px epi-
taxial layers, based on the photovoltaic phenomenon

A new method measurement of ,,x”’ coefficient in GaAs1 x Pxepitaxial layers, based on the photo
voltaic phenomenon, Is presented.

The phosphorus content profile measurements on the surface and against depth of the epitaxial
layers were performed and the results were compared with those obtained by the X —ray mikroa
nalysis method.

M. KUSOWSKI, S. PELCZYNSKA, H. MOGIELNICKI, H. BLIZNIAK: Refining of bismuth by zonal
melting method

Research of bismuth refining efficiency during zonal melting process with the application of in
ductive heating was the subject of the work. The distribution of impurities in ingots was determi-
ned on the base of sampling analysis. It was found by mass spectromatry analysis thatB, F, Si, P,
S, Cl, Cr and Ti impurities moved on the direction of the zone’ moving.

The concentration of Sb, Fe and other impurities mentioned above limits refining efficiency and
possibility to obtain the highest purity bismuth.

S. CENDROWSKI, W. BLINKOW, J. MROWCZYNSKI: 4 method of calculation of the thicknes of
light-sensitive emulsion layer, deposited on the plate by dip-coating technique

The paper is a trail of calculation of the thickness of photoresist layer, which remains on coated
plate, first of all on metallic surfaces, when dip-coating technique is used. Proposed mathematical
dependance lets calculate the thickness of photoresist layer in every point of the coated plate, and
that is especially interesting for practical works for eliminating the ,,wedge” effect of photoresist
layers. Experimental tests confirm proposed formula, which may be recommended for practical
use.

Z. KUZMA, B. CHELMINSKI: Methods of Gold Recovery

The review of methods of gold removing and reduction i1s given. Gold recovery from scrap FeNi
and FeNiCo alloys s presented.

A. KOSTKOWSKI: Preparation of Tungsten Wire for Examination by Transmussion Electron Mic
roscopy

The variety of different methods for the preparation of tungsten wire for examination by transmis-
sion electron microscopy was discussed and checked. The original method suitable for brittle, rec
rystallized tungsten wire was worked out. The method is based on the mechanical polishing and
subsequent electrolitical etching.

K.BZIAWA, W.BUCHOLC: Obtaining o/ fine-grained powders of soft solders by the atomisation o/
- liquid metal

The method of obtaining of soft solders’ fine-grained powders and the laboratory installation for
atomisation of hquid metal was presented. The powders are applcated to manufacturing the sol

dersin the form of soldering paste. The influence of some technological parameters on graininess
of obtained powders from the PbSn63 alloy and on efficiency of atomizing nozzle was described.
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A. BA3AH, A. KNOKOUKW: Penwmeerosckuti Memoo uccned08aHus 30HHOU crmpyK-
mypbsi M8EPObIX mefl Ha npuMepe Meou

MpeacraBnen meToa nccneaoBaHUA PEHTIEHOBCKUX CNEKTPOB C NIOMOILbIO OAHOKPUC-
TanbHOro CNEKTPOMEeTpa B NPMMEHEHUM A0 30H BANEHTHOW W NPOBOAUMOCTH
B TBEpAbLIX Tenax. peaMeTom ananu3aa Beina cnektpanbHan nuHUA CuKpg, 5. MNpeano-
YKEHO CpaBHEHUE CO cnekTpamu oTOIMUCCHN U TEOPETUHECKOW NNOTHOCTIO COCTOA-
HURA.

3.0TTO, A.XPYBAH, B. 6>XO30BCKWU: Mexarnuyecka-xuMu4eckas noupoeKa MoHO-
KpUCMannuyeckux naacmuH coeduneHud muna A" Bv

Caenanun unccneposanuAa npouecca MexaHudyeckon obpaboTku nnacTtuH apceHwaa
n cdocduaa rannua. NMnacturbl 6biNn opueHTUPoBaHHbIE B HanpasneHnuax: (111) v
(100). ViccnenoBaHo BNuaHue napameTpoB Npouecca WnudoBKK Ha rnybuHy 3aed ex-
TUpoBaHHoro cnoa. OnpeaeneHo onTMManLHbie NapameTpbl 3Toro npouecca. CaenaHo
CpaBHEHWE pe3ynbTaTOB MEXaHUYECKOW U MExXaHUYECKO-XMMUYECKOW NONUPOBKHU
nnactuHok GaAs un GaP.

T. E. XPYCbTUHbCKA: Onpedenernue Na u K 8 okucHsIx COEOUHEHUAX PYMEHUA Me-
moooM NAOMeHHOU aQmoOMHO-3MUCCUOHHOU CnekmpomMempuu

PaspabotaH aTOMHO-3MUCCUOHHBIA CNEKTPOMETPUYECKWU METOA ONpeaeneHnuA KOoH-
ueHTpauun 107°% HaTpUA U KanNuA B OKUCKU PYTEHWA, pyTeHaTe CBUHUA W pyTeHaTte
BUCMYTA.

O6pasuybi TpasneHsbl pacteopom 6 MHCI. Onpeanenenuns nposeaerb B pactBope 0.24 M
HCIl npn6opom nocTpoeHbiM yepe3 nNnpucoeaMHeHne nnameHHoro otomerpa Zeiss
moaens Il k cnekTporpady UCN-51 ¢ doToanekTpuueckoun npuctaskon D3IMN-1 (dbo-
ToMHOXUTenu OIY-17 n O3IY-22).

K. MA3YP, B. BEXXXOBCKW: Uccnedoeorue 803HUKHOBEHUA OUCIOKAUUU HECOOM-
€emCc8uUA 8 INUMQAKCUQIbHBIX NIEHKAX KPEMHUA

WUccnenoBaHoO BO3HUMKHOBEHUE AMCNOKALMN HECOOTBETCTBMA B CUNbHO NErMnMpoBaH-
HbiX 6OPOM 3NUTAKCUANBHBIX NNEHKAX KPEMHUA B 3aBUCMMOCTM OT TONWMUHBI NNEHKW
W BEeNUYUHbl HECoOoTBETCTBMA. B HacToAwen pabote 6biin NPUMEHEHbI PEHTreH0oB-
cKue Tonorpaduyeckne MeToabl 1 M3MepeHNe KPpUBbIX ABOUHOMO OTPaXK EHUA KA PEHT-
reHOBCKOM ABYXKPUCTaNbHOM CNeKTpoMeTpe.

PaccMoTpeHo TOYHOCTb OUEHKWN BENUYuHbl HECOOTBETCTBMA PEWETKN NOANOXKKU U3
KPUBbIX ABOMHOIO OTpPa eHUA. Y CTAHOBMNERO, 4TO AUCNOKALMKN HECOOTBETCTBAA MOTYT
pPa3BMBATCA B KPEMHWEBbIX 3NUTAKCUANbHbIX NNEHKAx COrMacHO MOAENAM AaHHbIM
MeTtkocom. Huxke paccumtaHHbix MeTkocoM KpUTUYECKMX YCNOBUA HE MMeeT mecTa
BO3HUKHOBEHWE AMCNOKAUUU HecooTBeTcTBUA. [TonyyeHbl pe3ynbTaTbl NOKa3biBaKT,
4YTO BbiWE KPUTUYECKNX YCNOBUA ANA BO3HUMKHOBEHUA A41MCNOKALMK HECOOTBETCTBUA
Heob6xoaAMMO NpUCYTCTBUE KaKUxX-NMBo AncNnokaumm B 3anMTakcuanbHOM cnoe. Ykasa-
HO, 4TO NpPU TWATENbHOM 3NUTAKCUANLHOM NPOLLECCE MOXXHO 3HAYNTENbHO Nepexo-
AUTb KpUTUYEckne ycnosBua 6e3 rerepauny AMCNOKaLuMmM HECOOTBETCTBUA.

K. B3UABA, A. CEHKAPA: MTonyyerue nopucmoeo 80sppoma u MonuboeHa Memo-
OOM CNeKaHus

MNpeacTasned MeToa NONy4eHUA NOPUCTOro cneyeHHoro sonbd)pama u monubdaenHa,
OCHOBAHHbIN KA NPUMEHEHUN B KadyecTBe nopoobpasosatenn noHaBoK OKUCNOB BO-
nedppama n monunbaera.

B peaynbtate BOCCTAaHOBNEHUA OKMCNOB B NpeccoBKax B aTMocdepe cyxoro BOAO-
poAawn aKTMBU3UPOBAHHOIO CNEKAHUA MOXHO NONY4YnTb MOPUCTbIE MaTEPManbl ¢ Xo-
POWMMMN MEXAHUYECKUMMN CBOWCTBAMU M paBHOMEPHbLIM pacnpeaenennem nop (Ao
60% 06.).

Mopuctoin Bonbppam MNu MonNubAEH, NONYYEHHbIW NPeACTaBNeHHbIM METOAOM,
MOXXHO YCNEWHO NPUMEHATL ANA NONYYEHUA KOMNO3UTa MeTann-metann MeToaoMm
NPONUTKN.
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